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Simplicidad de diseno
Baja disipacion

Altos niveles de integracion
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Si V=0 (source) =
Vs=V = NMOS conduce C se descarga totalmente
Si V;=V (drain) =
C se carga hasta V_=V-V.

V=0 = NMOS cortado

Si V=V (source) =
C se carga totalmente (V. =V)
Si V=0 (drain) =
C se descarga hasta V.=V,

Vs=0 = PMOS conduc

Vg=V = PMOS cortado

Puerta de Transmision

Los dos transistores conducen al midmo Ciempo
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™, Influencia de las b Caracteristicas de
Voo caracteristicas de conmutacion
los transistores
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CMOS: etapas proceso fabricacion
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CMOS: etapas proceso fabricacion
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CMOS: etapas proceso fabricacion

Se deposita el
polisilicio de
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CMOS: etapas proceso fabricacion

Se crea la
fuente y el
drenador de
los dispositivos
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CMOS: etapas proceso fabricacion
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CMOS: etapas proceso fabricacion
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CMOS: etapas proceso fabricacion
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Conexionado (micro soldaduras)

Wilira Bonding
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Die Lead Frame Aftachmeni
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Wire Bonding
(Kaijo Corporation)
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" de un camino de baja
_impedancia entre alimentacién
y tierra en un CI CMOS debldo
a la formacién de transistores
blpolar'es par'asu’ros

Ty T2 confor'man un
tiristor

~ Valores elevados de
Rs y Rw provocan la
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P-bype sulstrabe
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Precaucuones

Aumento nimero de contactos

pozo y sustrato. Proximidad a

las fuentes de conexion
Aumento de la distancia
entre dispositivos P y N

Anillos de guarda
Reduccién de la resistividad
de sustrato y pozo
Minimizacion de la ganancia
de los transistores parasitos
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Simulacion eléctrica pre lay-out

Layout y verificacion reglas

Simulacion eléctrica post lay-out




